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(57) Abstract: The invention relates to an arrangement comprising a semiconductor chip (1) which is designed to emit light during
operation as well as a cover layer (2) that lies across from a light-emitting surface of the semiconductor chip (1) such that light
emitted by the semiconductor chip (1) penetrates into the cover layer (2). According to the invention, said arrangement is character-
ized in that a light-deflecting structure is provided in an area of the cover layer (2) that overlaps the chip (1). Said light-deflecting
structure deflects the light that penetrates into the cover layer (2) in the direction of the longitudinal extension of the cover layer (2).
@\ Furthermore, the coating (2) acts as an optical waveguide and is designed to emit the light in a distributed manner across the top

surface of the cover layer (2).

% (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einem Halbleiterchip (1), der dazu eingerichtet ist, im Betrieb
& Licht zu emittieren, und einer Abdeckschicht (2), die einer lichtabstrahlenden Oberfliche des Halbleiterchips (1) gegeniiber liegt, so
& dass von dem Halbleiterchip (1) abgestrahltes Licht in die Abdeckschicht (2) eindringt. Die Anordnung ist erfindungsgemiB dadurch
gekennzeichnet, dass in einem sich mit dem Chip (1) iiberschneidenden Bereich der Abdeckschicht (2) eine Licht umlenkende Struk-
tur vorgesehen ist, durch die in die Abdeckschicht (2) eingedrungenes Licht in Richtung der Léngserstreckung der Abdeckschicht
(2) umgelenkt wird und die Abdeckschicht (2) als Lichtleiter wirkt und dazu eingerichtet ist, dass Licht verteilt iiber die Oberseite

der Abdeckschicht (2) abzustrahlen.
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Beschreibung

Anordnung mit einem Halbleiterchip und einer Lichtleiter-

schicht

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldung 10 2007 010 755.4, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch RlUckbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einem Halbleiter-
chip, der dazu eingerichtet ist, im Betrieb Licht zu emittie-
ren, und einer Abdeckschicht, die einer lichtabstrahlenden
Oberfléiche des Halbleiterchips gegenlber liegt, so dass von
dem Halbleiterchip abgestrahltes Licht in die Abdeckschicht

eindringt.

Derartige Anordnungen entsprechen einem Ublichen Aufbau von
Halbleiterbauelementen, wobei die Abdeckschicht den Halblei-

terchip schiitzt und fur eine Auskopplung des Lichts sorgt.

Ein Anwendungsgebiet von lichtemittierenden Halbleiterbauele-
menten ist die Hinterleuchtung von Displays. Dazu muss das
von einer Leuchtdiode erzeugte Licht auf eine grofle Flache
verteilt werden, wozu Lichtleiterplatten oder Lichtleiterfo-
lien eingesetzt werden. Das Licht wird von einer solchen
Lichtleiterplatte dabei lber eine groBe Flidche von hinten auf
die Riickseite einer Displayschicht abgestrahlt. Eine derarti-
ge Anordnung ist aus der JP 08007614 bekannt. Bei der dort
gezeigten Anordnung wird Licht seitlich in die Lichtleiter-
platte eingekoppelt. Eine Diffusorraster, das auf die Unter-
seite der Lichtleiterplatte aufgedruckt ist, sorgt fir eine

verbesserte Auskopplung des Lichts. Nachteilig an der gezeig-
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ten Anordnung ist, dass sie verhdltnismdffiig grofd und aufwan-

dig ist.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung mit einem
Halbleiterchip anzugeben, die als Hinterleuchtungseinheit
einsetzbar ist, und die dabei einfacher und kleiner aufgebaut

ist.

Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung gemdf Patentanspruch
1 geldst. Demnach ist bei einer eingangs erwdhnten Anordnung
in einem sich mit dem Chip lberschneidenden Bereich der Ab-
deckschicht eine lichtumlenkende Struktur vorgesehen, durch
die in die Abdeckschicht eingedrungenes Licht in Richtung der
Liangserstreckung der Abdeckschicht umgelenkt wird. Die Ab-
deckschicht wirkt dabei als Lichtleiter und ist dazu einge-
richtet, das Licht verteilt Uber die Oberseite der Abdeck-

schicht abzustrahlen.

Durch die erfindungsgemdfe Ausgestaltung der Anordnung ist
diese klein und kann einstiickig hergestellt werden. Es ist
nicht notwendig, eine Leuchtdiode und eine Lichtleiterplatte
zusammenzuschalten, sondern die Abdeckschicht des Halbleiter-
chips tibernimmt gleichzeitig die Funktion als Lichtleiter-
platte bzw. -folie. Die umlenkende Struktur sorgt daflr, dass
in die Abdeckschicht eingekoppeltes Licht nicht in die glei-
che Richtung abgestrahlt wird, sondern in die Abdeckschicht
umgelenkt wird, so dass sie sich Uber der Langserstreckung
der Abdeckschicht verteilt und so auch in von den Chip ent-
fernten Bereichen der Abdeckschicht ausgekoppelt werden kann.
Vorteilhaft ist, wenn eine optisch strukturierte Folie, die
die Abdeckschicht beinhaltet, in direktem Kontakt mit der

Halbleiteroberfliche ist bzw. mit einer Kontaktschicht fest
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mit der Halbleiteroberfliche verbunden ist. Die Folie und der

Halbleiterchip bilden somit eine integrale Einheit.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung handelt es
sich bei dem Halbleiterchip um einen substratlosen Dunnfilm-
Chip, der bevorzugt zwei entgegengesetzt liegende Hauptab—
strahlrichtungen aufweist. Ein Dinnfilm-Leuchtdioden-Chip
zeichnet sich insbesondere durch folgende charakteristische

Merkmale aus:

- die Epitaxieschichtenfolge weist eine Dicke im Bereich von
20pm oder weniger, insbesondere im Bereich von 10 pm auf;

und

- die Epitaxieschichtenfolge enthdlt mindestens eine Halb-
leiterschicht mit zumindest einer Fl&che, die eine Durch-
mischungsstruktur aufweist, die im Idealfall zu einer an-
ndhernd ergodischen Verteilung des Lichtes in der epitak-
tischen Epitaxieschichtenfolge fihrt, d.h. sie weist ein

moéglichst ergodisch stochastisches Streuverhalten auf.

Ein Diinnfilm-Leuchtdioden-Chip ist in guter N&herung ein Lam-

bert “scher Oberflachenstrahler.

Ein Grundprinzip eines Diunnschicht-Leuchtdioden-Chips ist
beispielsweise in I. Schnitzer et al., Appl. Phys. Lett. 63
(16), 18. Oktober 1993, 2174 - 2176 beschrieben, deren Offen-
barungsgehalt insofern hiermit durch Rickbezug aufgenommen

wird.

Die Ausgestaltung als Dinnfilm-Chip hat den Vorteil, dass die
Anordnung sehr dinn ist. Die Ausgestaltung als beidseitig e-

mittierender Chip hat den Vorteil, dass eine mit der erfin-
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dungsgemafien Anordnung gebildete Hinterleuchtungseinheit in
zwel Richtungen Licht abstrahlen kann oder, wenn nur in eine
Richtung Licht abgestrahlt werden soll, Verluste in dem sonst

verwendeten Substrat vermieden werden kdénnen.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist auf
der dem Halbleiterchip abgewandten Oberseite der Abdeck-
schicht eine Verspiegelung vorgesehen, so dass eine Abstrah-
lung in Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterchips in dem Be-

reich Uber dem Halbleiterchip verhindert oder verringert ist.

Die lichtumlenkende Struktur ist vorzugsweise durch optische
Elemente realisiert, die in die Abdeckschicht integriert
sind, wobei insbesondere Prismen, Linsen oder Beugungsgitter
eingesetzt werden kénnen. Die lichtumlenkende Struktur kann
dabel in der Abdeckschicht selber, aber auch auf der Schicht
gebildet sein oder zwischen dem Halbleiterchip und der Ab-

deckschicht.

Weiterhin ist es mdglich, zur Lichtumlenkung eine Schicht aus
einem photonischen Kristall vorzusehen. Auch ist es mdglich,
dass die Abdeckschicht eine holographische Strukturierung

aufweist.

Weiterhin ist vorteilhaft, Oberfldchen- oder Volumendiffuso-
ren in beziehungsweise auf der Abdeckschicht vorzusehen.
Durch die Diffusoren wird Licht in verschiedene Richtungen
gestreut, so dass eine besonders gleichmdffige Abstrahlcharak-

teristik entsteht.

In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist als
Abdeckschicht eine Kombination mehrerer Folien vorgesehen,

die eine unterschiedliche Strukturierung und/oder unter-
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schiedliche Brechungsindizes aufweisen. Die Grenzfldche zwi-
schen den Folien bewirkt dabei zusdtzliche Reflexionen und

Brechungen.

Besonders glnstig ist auch, in einer Schicht zwischen der O-
berflache des Halbleiterchips und der Abdeckschicht eine e-
lektrisch leitende Struktur vorzusehen zur Kontaktierung des

Halbleiterchips.

In einer anderen vorteilhaften Weiterbildung kann in der Ab-

deckschicht ein Konvertermaterial vorgesehen werden, welches

einen Leuchtstoff aufweist, der nach Anregung durch Licht ei
ner ersten Wellenldnge Licht einer zweiten Wellenldnge emit-
tiert. Dadurch ist es mdglich, Mischlicht zu erzeugen, wel-
ches aus einer von dem Halbleiterchip emittierten Primér-
strahlung und einer durch den Leuchtstoff erzeugten Sekundar-
strahlung besteht. Solches Mischlicht kann beispielsweise
weiRes Licht sein, das zum Beispiel aus blauer Primdrstrah-

lung und gelber Sekunddrstrahlung besteht.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in

den Unteransprlichen angegeben.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfihrungsbeispie-

len naher erlautert.

Es zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Anordnung mit ei-

nem Halbleiterchip und einer lichtleitenden Abdeckschicht,

Figur 2 eine erfindungsgemdfe Anordnung mit einer Verspiege-

lung auf der Oberseite der Abdeckschicht,
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Figur 3 eine erfindungsgemdfe Anordnung mit einer Prismen-

struktur in der Abdeckschicht,

Figur 4 eine erfindungsgemdRe Anordnung mit Volumendiffusoren

in der Abdeckschicht,

Figur 5 eine erfindungsgemdfe Anordnung mit einem Mehr-

schichtaufbau und einer Prismenstruktur,

Figuren 6A bis 6F verschiedene Beispiele einer lichtumlenken-

den Struktur,

Figur 7 ein weiteres Ausflihrungsbeispiel einer lichtumlenken-

den Struktur,

Figur 8 eine erfindungsgemife Anordnung mit einem beidseitig

emittierenden DUunnfilm-Halbleiterchip,

Figur 9 eine erfindungsgemédfe Anordnung mit einer Konverter-

schicht,

Figur 10 eine erfindungsgemdfe Anordnung mit zwei Konverter-

schichten,

Figur 11 eine erfindungsgemédfe Anordnung mit flexiblen Lei-

terbahnen.

In der Figur 1 ist der grundsétzliche Aufbau einer erfin-
dungsgemédfen Anordnung mit einem Halbleiterchip und einer Ab-
deckschicht dargestellt. Der Halbleiterchip besteht aus einem
Schichtenstapel, wobei in dem gezeigten Ausflhrungsbeispiel

zwei Schichten dargestellt sind. Wenn der Halbleiterchip in
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Dunnfilmtechnik hergestellt ist, betrégt seine Dicke vorzugs-
weise unter 20 Mikrometer, beispielsweise sieben Mikrometer.
Es kann aber auch ein wesentlich dickerer Halbleiterchip ein-
gesetzt werden, der beispielsweise eine Dicke von 150 Mikro-
metern aufweist. Mit seiner Oberseite ist der Halbleiterchip
1 mit einer Abdeckschicht 2 verbunden, die aus einem optisch
transparenten oder teiltransparenten Material besteht. Die
Abdeckschicht 2 Ubernimmt die Funktion, das von dem Halblei-
terchip 1 emittierte Licht auf eine groBe Fléche zu vertei-
len, so dass es beispielsweise zur Hinterleuchtung eines Dis-
plays verwendet werden kann. Die Abstrahlrichtung des Halb-
leiterchips 1 an seine Oberfldache 3 ist hauptsachlich senk-
recht zu seiner lichtemittierenden Oberseite beziehungsweise
Unterseite und nicht in Richtung der Langserstreckung der Ab-
deckschicht 2. Erfindungsgemif ist im Bereich des Halbleiter-
chips eine lichtumlenkende Struktur 4 vorgesehen, durch die
das Licht umgelenkt wird um sich so in der Abdeckschicht aus-
zubreiten, wobei die Abdeckschicht als Lichtleiterplatte bzw.

~-folie wirkt.

Als Material flur die Abdeckschicht kénnen optisch klare,
transparente Materialien verwendet werden, aber auch halbkla-
re, transparente Materialien beispielsweise mit einer Schlei-
erwirkung kénnen zum Einsatz kommen, wobei die Schleierwir-
kung beispielsweise durch Inhomogenitaten im Material verur-
sacht ist. Wichtig ist, dass es sich um durchscheinende Mate-
rialien handelt, die beispielsweise auch Leuchtstoffe enthal-
ten kénnen. Die Abdeckschicht weist vorzugsweise eine Dicke

zwischen 30 Mikrometer und 300 Mikrometern auf.

Die Anordnung nach Figur 1 ist dazu eingereichtet, Licht
hauptsichlich nach oben abzustrahlen. Deswegen ist auf der

Unterseite der Abdeckschicht 5 eine Verspiegelung 6 vorgese-
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hen, so dass verhindert ist, dass Licht nach unten die Ab-
deckschicht 2 wverldsst. Licht kann somit lediglich an der O-
berseite 5 austreten. Je nach Aufbau des Halbleiterchips 1
ist vorgesehen, dass dieser an seiner Unterseite ebenfalls
eine lichtreflektierende Schicht aufweist, um so eine Ab-
strahlung nach unten zu verhindern. Stattdessen soll samtli-
ches Licht in die Abdeckschicht 2 eingekoppelt und in Rich-

tung deren Langserstreckung umgelenkt werden.

In Figur 2 ist dargestellt, wie verhindert werden kann, dass
Licht Uberwiegend in Hauptabstrahlrichtung des Halbleiter-
chips 1 auf der Oberseite der Abdeckschicht 2 sichtbar wird.
Dazu ist auf der Oberseite der Abdeckschicht 2 im Bereich o-
berhalb des Halbleiterchips eine Verspiegelung 7 vorgesehen,
die dort auftreffendes Licht wieder nach unten reflektiert
und somit die Mdglichkeit gibt, das Licht weiter in Langs-
erstreckung der Abdeckschicht 2 umzulenken. Auf diese Weise
ist verhindert, dass in dem Bereich des Halbleiterchips 1 ein

Leuchtfleck auf der Oberseilte der Abdeckschicht sichtbar ist.

In der Darstellung der Figur 2 ist der Halbleiterchip mit
sweli Kontaktflachen 8 versehen, um den Halbleiterchip mit ei-
nem Betriebsstrom zu versorgen. Die Anordnung der Kontaktfla-
chen ist schematisch zu sehen, selbstverstandlich missen die
Kontakte mit den flr eine Stromversorgung relevanten Berei-
chen des Halbleiterchips verbunden werden, das heift eine der
Kontaktflichen muss mit der oberen Schicht des Halbleiter-
chips 1 in Verbindung stehen. Diese Anmerkung gilt auch fur
die weiteren Figuren, die nachfolgend beschrieben werden. Der
Spalt zwischen dem Halbleiterchip und der Abdeckschicht 2
kann mit einem Koppelmedium 12 ausgeftllt sein, um eine Ver-
bindung zwischen Halbleiterchip 1 und Abdeckegchicht 2 herzu-

stellen.
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Der im Ausfiihrungsbeispiel von Figur 2 gezeigte Chip besitzt
zwei KontaktflAchen, die beide auf der Unterseite des Chips 1
angeordnet sind. Andere Chips sind so aufgebaut, dass eine
Kontaktierung auf der Oberseite und eine auf der Unterseite
erfolgen muss. Bei derartigen Chips wird die Koppelschicht 12
vorzugsweise genutzt, um dort optisch transparente, aber e-
lektrisch leitfdhige Strukturen anzuordnen, die zur Kontak-

tierung der Oberseite des Halbleiterchips 1 dienen.

Die in der Figur 2 gezeigte lichtleitende Folie besteht aus
der Abdeckschicht 2 einerseits und einer zweiten Schicht 10
andererseits, so dass eine zweilagige Folie gebildet ist.

Die Grenzflache zwischen der Abdeckschicht 2 und der darunter
liegenden Schicht 10, die den unteren Abschluss der Abdeck-
schicht 2 bildet, sowie die Unterseite dieser Schicht 10 kén-
nen strukturiert oder beschichtet sein, um den Strahlengang
des Lichts in der Abdeckschicht 2 in der gewlinschten Weise zu

beeinflussen.

Bei dem in dem in der Figur 3 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel
sind in der Abdeckschicht 3 in dem Bereich oberhalb des Halb-
leiterchips 1 Prismen 9 ausgebildet, die aufgrund eines
Sprungs des Brechungsindex an den durch die Prismen gebilde-
ten Grenzflichen das vom Halbleiterchip 1 emittierte Licht in
Richtung der Langserstreckung der Abdeckschicht 2 brechen.
Die Wirkungsweise des anhand eines Lichtstrahles exemplarisch
dargestellt. Wahrend das Material der Abdeckschicht 2 einen
verhaltnisméfig hohen Brechungsindex aufweist, muss auf der
anderen Seite der Grenzfldche ein Material mit einem mdg-
lichst geringen Brechungsindex vorliegen. Es kann sich auch

einfach um Luft handeln, wenn die bei der Herstellung dexr
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Prismen hergestellten Vertiefungen nicht mit einem anderen

Material aufgeflillt werden, sondern offen bleiben.

Bei dem in der Figur 4 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel sind
in der Abdeckschicht 2 Diffusorpartikel 11 vorgesehen, die

eine Streuung des vom Halbleiterchip 1 emittierten Lichts be-
wirken. Diffusorpartikel bestehen beispielsweise aus Titandi-
oxid. Dieses hat einen hohen Brechungsindex von zirka 2,8,

was bewirkt, dass an den Grenzfldchen der Diffusorpartikel zu
dem Material der Abdeckschicht 2 Totalreflexionen oder zumin-
dest starke Brechungen auftreten, so dass auftreffendes Licht

umgelenkt wird.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel von Figur 5 ist eine zwellagige
Abdeckschicht 2 vorgesehen. Die untere Schicht ist mit Pris-
men wie anhand von Figur 3 beschrieben ausgestattet, wahrend
die obere Schicht konkave Vertiefungen 15 aufweist, die den
Prismen-Vertiefungen gegeniiberliegen. Die Vertiefungen in der
oberen Schicht wirken als Linsen und kénnen eingesetzt wer-
den, um die Abstrahlcharakteristik zusatzlich zu beeinflus-

sen.

In den Figuren 6A bis 6F sind verschiedene lichtumlenkende
Strukturen gezeigt, wie sie im Rahmen der Erfindung verwendet
werden kénnen, um das vom Halbleiterchip 1 abgestrahlte Licht
in Langserstreckung der Abdeckschicht umzulenken. Gemeinsam
ist den verschiedenen Ausfithrungsbeispielen, dass ein Halb-
leiterchip 1 tber eine Koppelschicht 12 mit der Abdeckschicht
5 verbunden ist. Unterschiedlich ist die jeweilige Ausgestal-

tung der Abdeckschicht 2.

In Figur 6A ist als Abdeckschicht 2 eine transparente Folie,

zum Beispiel eine Glasfolie, vorgesehen, die auf der Obersei-
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te optisch strukturiert ist. Nach Figur 6B ist die Glasfolie
auf der Unterseite optisch strukturiert. Nach Figur 6C ist
die optische Strukturierung sowohl auf der Unterseite als
auch auf der Oberseite vorgesehen. Die Strukturierung kann
dabei so ausgestaltet sein, dass die Auskoppeleffizienz des
Chips erhdht wird. In der Figur 6D ist ein Ausfihrungsbei-
spiel gezeigt, in dem auf der Oberseite eine schematisch dar-
gestellte Schicht aus einem photonischen Kristall vorgesehen
ist. In der Figur 6E ist eine Anordnung gezeigt, bei der so-
wohl eine optische Strukturierung innerhalb der Abdeckschicht
vorgesehen ist als auch ein photonischer Kristall auf der O-

berseite.

In der Figur 6F ist eine vorteilhafte Ausflihrung gezeigt, bei
der zusitzlich eine Konverterschicht und die elektrischen
Schichten vorgesehen sind (an den Erfinder: Kénnten Sie hier-

zu bitte einen Absatz ergénzen)

Bei der Ausgestaltung nach der Figur 7 ist die Oberflache des
Halbleiterchips 1 mit einer Aufraustruktur versehen und in
Kontakt mit einer strukturierten Seite einer Abdeckschicht 2
gebracht. Durch die unterschiedlichen Grenzflachenkombinatio-
nen wird die Lichtverteilung in der Abdeckfolie 2 beein-
flusst. Dabei sind regulare oder zufdllig strukturierte Ober-

flichen mdglich.

In der Figur 8 ist ein zweiseitig emittierender, substratlo-
ser Halbleiterchip in Dinnfilmtechnik gezeigt, der von beiden
Seiten abgedeckt ist. Vorteilhaft bei dieser Ausgestaltung
ist, dass keine Verluste in einem Substrat entstehen, sondern
das nach beiden Seiten abgestrahlte Licht genutzt werden
kann. Sowohl das nach oben als auch das nach unten abge-

strahlte Licht wird an Verspiegelungen 7 reflektiert und da-
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durch in Ldngsrichtung der Abdeckschicht 2 gezwungen, die ei-

ne Lichtleiterfolie bildet.

In den Figuren 9 und 10 ist gezeigt, dass die erfindungsgemé-
Be Anordnung auch mit Konverterschichten eingesetzt werden
kann, die einen Teil der vom Halbleiterchip erzeugten Primdr-
strahlen in Sekunddrstrahlung umwandeln, wobei Mischlicht aus
der Primdr- und Sekunddrstrahlung abgestrahlt wird. Dabei
kann es sich um weiffes Licht handeln, das aus blauer Primdr-
strahlung und gelber Sekunddrstrahlung besteht. Die Konver-
terschicht 13 ist dabei zwischen dem Halbleiterchip 1 und der
Abdeckschicht 2 angeordnet. Als Konvertermaterial wird vor-
zugsweise ein anorganischer Leuchtstoff eingesetzt. Bei der
Ausgestaltung nach Figur 10 sind zwei Konverterschichten vor-
gesehen, um eine komplexere Farbmischung zu ermdglichen. Auch
kann die zweite Konverterschicht dazu genutzt werden, einen
UV-Anteil in der primiren Strahlung in sichtbares Licht umzu-

wandeln, um so einen héheren Wirkungsgrad zu erzielen.

Wie in Figur 11 gezeigt lassen sich in Kombination mit fle-
xiblen Leiterbahnen 15 dinne, fl&chige, dreidimensional ge-
staltbare Beleuchtungselemente erzeugen. So kann beispiels-
weise eine zylinderfdrmige Anordnung hergestellt werden, die
Ulber die gesamte Mantelfldche Licht abstrahlt. Auch lassen
sich Hinterleuchtungen herstellen, die einer gekrlUmmten Ober-
fléche folgen. Eine beispielhafte Anwendung ist der Einsatz
in Autoscheinwerfern oder Riicklichtern. Aber auch in der All-
gemeinbeleuchtung sind derartige Beleuchtungselemente auf-
grund ihrer dreidimensionalen Verformbarkeit vielfdltig ein-

setzbar.

Die verschiedenen in den Ausfihrungsbeispielen beschriebenen

MaRnahmen zur Umlenkung des von dem Halbleiterchip erzeugten
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Licht in Langserstreckung der Abdeckschicht kénnen miteinan-
der kombiniert werden, um so eine optimale Wirkungsweise zu
erzielen. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind, auch
wenn sie nicht explizit beschrieben wurden, von der Erfindung

umfasst und liegen im Ermessen des Fachmannes.
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Patentansprlche

1. Anordnung mit einem Halbleiterchip (1), der dazu einge-

richtet ist, im Betrieb Licht zu emittieren, und

einer Abdeckschicht (2), die einer Licht abstrahlenden

Oberfliche des Halbleiterchips (1) gegenuberliegt, so-

dass von dem Halbleiterchip (1) abgestrahltes Licht in

die Abdeckschicht (2) eindringt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- in einem sich mit dem Chip Uberschneidenden Bereich
der Abdeckschicht (2) eine Licht umlenkende Struktur
(4, 7, 9, 11, 15, 16) vorgesehen ist, durch die in
die Abdeckschicht (2) eingedrungenes Licht in Rich-
tung der Langserstreckung der Abdeckschicht (2) umge-
lenkt wird und

- die Abdeckschicht (2) des als Lichtleiter wirkt und
dazu eingerichtet ist, dass Licht verteilt Uber die

Oberseite (5) der Abdeckschicht (2) abzustrahlen.

2. Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die in Richtung der Abdeckschicht (2) weisende Richtung
eine Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterchips (1) ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Halbleiterchip (1) zwei Hauptabstrahlrichtungen auf-

weist, die entgegengesetzt liegen.

4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Halbleiterchip (1) ein Dunnfilm-Chip ist, insbeson-

dere ein substratloser Dunnfilm-Chip.
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Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dicke des Halbleiterchips (1) zwischen 7 und 150 pm

liegt, vorzugsweise zwischen 7 und 20 pm.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Abdeckschicht (2) eine Folie ist, vorzugsweise aus
einem optisch klaren transparenten Material oder einem
halbklaren transparenten Material oder aus durchschei-

nenden Materialien.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

auf der dem Halbleiterchip (1) abgewandten Oberseite der
Abdeckschicht (2) eine Verspiegelung (7) vorgesehen ist,
die insbesondere im Wesentlichen die GrdRe der Licht ab-

strahlenden Oberfliche des Halbleiterchips (1) aufweist.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

auf der in Richtung des Halbleiterchips (1) weisenden
geite der Abdeckschicht (2) eine Verspiegelung (6) au-
Rerhalb des Bereichs des Halbleiterchips (2) vorgesehen

ist.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Abdeckschicht (2) in direktem Kontakt mit der Ober-
flache des Halbleiterchips (1) ist.

Anordnung nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass
in die Abdeckschicht (2) optische Elemente (7, 9, 11,
15, 16)) integriert sind zur Lichtumlenkung, insbesonde-

re Prismen (9), Linsen (15) oder Beugungsgitter.

Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Lichtumlenkung eine Schicht (16) aus einem photoni-

schen Kristall vorgesehen ist.

Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Dicke der Anordnung zwischen 30 und 300 pm liegt.

Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Abdeckschicht (2) Oberflachendiffusoren vorgese-

hen sind.

Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Abdeckschicht (2) Volumendiffusoren (11) vorgese-

hen sind.

Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Abdeckschicht (2) eine holographische Strukturie-

rung vorgesehen ist.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
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als Abdeckschicht (2) eine Kombination mehrerer Folien
vorgesehen ist, die eine unterschiedliche Strukturierung

und/oder unterschiedliche Brechungsindizes aufweisen.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen der Abdeckschicht (2) und der Oberflache des
Halbleiterchips (1) eine Schicht (12) aus einem Koppel-

medium vorgesehen ist.

Anordnung nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schicht (12) zwischen der Oberflache des Halbleiter-
chips (1) und der Abdeckschicht (2) eine elektrisch lei-
tende, optische Struktur beinhaltet zur elektrischen

Kontaktierung des Halbleiterchips (2).

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

in der Abdeckschicht (2) ein Konvertermaterial vorgese-
hen ist, welches aus einem Leuchtstoff besteht, der nach
Anregung von Licht einer ersten Wellenlange Licht einer

zweiten Wellenldnge emittiert.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

sowohl eine Strukturierung der Abdeckschicht als auch
eine Schicht (15) aus einem photonischen Kristall vorge-

sehen ist.

Verwendung einer Anordnung nach einem der Ansgprltiche 1

big 20 als Hinterleuchtung fur ein Display.
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